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JT −60 に 於 け る 重 水素 化 デ カ ボ ラ ン を 用 い た ボ ロ ナ イゼーシ ョ ン

Deuterated −decaborane 　using 　boronlzation 　on 　JT
−60U
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だ改 良 すべ き点が幾 つ か存 在 す る ttそれ は 、ホ ロ ン膜 中に含まれる軽水素 の 低減 と DG グロ

ー放電 の 安定化 であ る ．

今回 ．BIDH14 に 代 っ て重水素化デ カボ ラン tBloD14｝を使用 し、ヘ リウ ム雰囲気中でボ ロ ン を第
一壁に 蒸着 させ る ボ

ロ ナ イゼ ーシ ョ ン 技術の 開発 を進 め、成 果 を得た の で 報告す るtt

2 重水素化テ カ ボ ラ ン を用 い たホ
．
ロ ナ イ ゼ ーシ ョ ン

　BloH “ カ ス を ヘ リウ ム ガ ス で 希 釈 した 場合、　DO クロ
ー放電 は安定状態 を保つ の で短時 間 で の ボロ ナ イ ゼ ーシ ョ ン

が可能 であ る．とこ ろが、ボ ロ ナ イ ゼ
ー

シ ilン後の 実験 放電で は 、ボ ロ ン膜 か ら叩 き出 され た軽水素が プ ラズ マ 燃料

の重 水素 を希釈 して し まい 、ボ ロ ナ イセ
ー

シ ョ ン 後の調 整放 電 に 200 シ ョ ッ ト以上 を要す る e こ れに 対 して 、希 釈 ガ

ス に ヘ リウム と重水素か ら成 る混 合 カ ス を使用 し た場 合 1従 来法 ）は、PCVD 時に 重 水素 と軽 水 素 の置 換｛H
．D 置換｝が

起こ り 、ボ ロ ン膜に 取 り込 ま れる軽 水素の 割合 を減 らす こ とがで き、その 後の調 整放 電 が短縮 され る ［1｝。し か しこ

の ケ ー
ス で は、活 性重水素が発 生す るの で第

一
壁の Chemica 」 sputtering に よる炭 素 と化合 して CD4 が発生 し、こ

れ が安 定 な DG ク ・
一鷹 魄 擬 阻害 して ボ・ ナ イゼ ーシ ・ ン 自体に 多 くの時 間 を必要 と して し ま う［2】・従 っ て ・

重 水素 化率の 高い デ カボ ラ ン と希釈 ガ ス と して ヘ リウ ム を使用 すれ ば 、ボ ロ ン 膜に 含まれ る軽水素が低減で き 、又 、

CD4 の 発生 も掴制 で き ると推測 し 、　JT −60 に於 い て BloD14を用 い た ボ ロ ナ イゼ
ー

シ ョ ン ｛新手法1を試 み た。

3 結 果

　ま ず図 1 に 示 すよ うに CD4 量 も1〆10 に 減 り、処理時間は DC グ ロ
ー放 電の 安定化に 伴って従来法 の 1〆2 へ 減 少 し

た ．又、図 2 に 見 るよ うに 、従来法で は、直後 の 実験放電に 於い て プラ ズ マ 中に 軽水素が検 出 で きな くなる ｛検出限

界以下 ）まで に 、100 シ ョ ン ト前後 の調 整放 電 を必 要と して い た。こ れ に対 して 、新手法で は 、ホ ロ ナイ ゼ ーシ ョ ン

直後の水素同位体比 ｛H，’［H ＋ D ｝）が 第一壁 か らの拡散等の 影響で
一旦増 加 した が．数シ ョ ッ トの 調 整放 電を行 うだけ で

検出限界以下 とな り、従来法に Lヒベ 調 整方孀 の 数が 1．・1。 と大幅 C；節 約 で きた1，こ の よ うに ・B1 ・D1 ・ をい t ’tt° ナ イ

ゼ
ー

シ ョ ン は 、非 常に 効車 的、且 つ 効 果的 な第
一

壁 コ ン デ ィ シ ョ ニ ン ク手法であ る こ とを示 した 。

［1］柳 生純
一、他　プ ラズ マ ・核融 合学会　第 12 回秋 季講 演会 予稿 集 〔19b5 ｝27aBl1 ，p．183

［2］J、Yagyu 　elal ．．」．Nucl．Mater 　241 −243 ｛1997 ｝579 −584
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図 1 　ポ ロ ナ イ ゼ
ーシ ョ ン 時の 分圧 と処 理 時間

100

　 　 BO
水

同　　60

位
体 　 40

比

（％ ）
　 　 2D

0　　　　　 5D 　　　　 10n 　　　　 150

　 　 　 罰整 放 電数 〔重水 ＃ 服 電 1

図 2　長 期 的 な 水素 同位 体比の 推 移
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炭素再付着層の 化学ス パ ッ タ リン グに関する研究

Study　on 　the　chemical 　sputtering 　behaviors　of　carben 　redeposition 　layer
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炭素系材料をア
ー

マ 材 と して 使用 する場合、損耗 を受

けた炭 素の 再付着層が表面 に 形成 され る。従 っ て 、将

来 の核融 合実験炉に お ける ア
ー

マ 材の 寿命を評価する

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 。本研究上で は 、再付着層 の 損耗量評価が 必 要とな る

で は、JT−60 に て 水素放電 に さ らされたダイバ ータタ

イル を 試料 とし て 用い 、炭素再付着層に対する低 エ ネ

ル ギー一
水 素粒子に よる ス パ ッ タ リング実験を行 っ た。

炭素再付着部 、及び ス トライキ ン グポイ ン ト近傍 の 、

損耗 を受 けた
．
部分の ス パ ッ タ リング率の 温度依存性を

聖曜編 蘿盤犠鷺翌騎めゑ悩繦
　　　　　　　　　　　　　　、基 材（CX2002U ）に 比 し て 2部の ス パ ッ タ リ ング率は

0 ％ 程 度大 き い こ とが 明 らか とな っ た 。 タイル表面の

電 子顕微鏡 に よ る観 察結果 か ら、再付 着部 の 炭素は非

結質 で あ り、水素を供堆 積して い る こ と が示唆された。
こ の こ とが 、ス パ ッ タ リン グ率増 加 の 原因 で ある と考

え られ る 。また 、Fig．1 よ り損耗部の ス パ ッ タ リング
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。高い 熱負荷率は 、基 材 に比 べ 低下する こ とが分 か る

を受け た表 面
．
で は 、黒鉛化度 の 増加 な ど、表 面層が変

質 し、異 な る ス パ ッ タ リ ン グ挙動を示す も の と考 え ら

れ る。
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